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NBMCRIA DESCRIPTIVA
PARA SOLICITAR PATENTE DE INV3&C3DNI%r ESPAÑA 

POR: "LETODO PARA ISCCPERiR EL SELENIO DE LOS 
DISCOS DESECHADOS"

A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S .A .. DOMICILIADA EN 
M&.DRID. CALLE DE RAMIREZ DE PRADO N^.7

La presente invención se re f ie re  a l a  recupe rac ió n  de sele nio 
y con mayor p a r tic u la r id a d  a l a  recuperación de se len io  de elementos 
e lé c tr ic o s  de se len io , como se r  re c tif ic a d o re s  y c é lu la s  fo to e lé c tr i ­
c a s .

Un elemento de se len io  ta i como un re c ti f ic a d o r  o una c é lu la  
fo to e lé c tr ic a , comprende generalmente una base m é tr ic a  o p laca  por-
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tadora sobre l a  que se dispone una capa adhe re n te  de selen io  conve­
nientem ente c r is ta l iz a d o , y sobre l a  cual se dispone un co n tra e le e tro - 
do, gene raimen te  una capa delgada de una austanc la  m etá lica , En e l  

10 caso  de un re c ti f ic a d o r , e l co n tra -e le c tro d o  se a p lic a  corrientem en­
te  pulverizando sobre l a  su p e rfic ie  de se len io  una su stan c ia  m etáli­
ca t a l  como metal Wood o lo  s im ila r , E sta  su stan c ia  se p u lv eriza  en 
condición fundida y se s o l id i f ic a  al e n f r ia r s e , formando una aspa de 
metal de co n tra -e le c tro d o , que se adh iere  a l  se le n io .

1S Los elementos de se len io  d el tip o  ind icado, generalmente se
electro-form an o se someten de o tro  modo a pruebas e lé c t r ic a s  para 
e s ta b le c e r  su a p ti tu d  para e l se rv ic io . En e l  curso  de e ste  t r a ta ­
miento e lé c tr ic o  o prueba, y también en o tro s  puntos durante la  pro­
ducción, como se r an tes y después de d iversos tra tam ien to s de c a le -  

30 facción  an tes de a p lic a rse  e l c o n tra -e le c tro d o , o después de e sa  a p l i ­
cación  pera an te s  de la  e le c tro -fo re a c ió n , se rechaza una cantidad 
de esos elem entos. En lo s  casos en que no es p osib le  hacer que lo s 
elementos rechazados sean aptos para e l  s e rv ic io , se desperd ic ian  
a no se r que puedan recuperarse sus componentes.

25 De acuerdo con l a  p resen te  invención, se proporciona una
manera de recuperar e l  se len io , que se ha encontrado e f ic a z  y espe­
cialm ente ap ta  para recuperar e l delen io  de una cantidad  considera­
b le  de elementos rechazados o ino p era tivo s, que pueden encontrarse  
durante la  producción a i  masa de la s  unidades,,

30 Da acuerdo con e l método de l a  p resente  invención, se d is ­
pone e l  elemento recub ierto  de se len io , que puede o no l le v a r  una 
capa de c en tra -e lec tro d o , sobre una chapa m e tá lica  c a lie n te  o mesa, 
ya se Mee g ir a r  la  mesa rápidamente, estableciendo a s í  una fuerza
c e n tr ífu g a  considerab le  en e l  elem ento. La tem peratura de la  mesa
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es su.iic lente mente el eva da cono para  Ruadir e l  se len io , pero insú­
f le n te  para  fundir la  p laca  de base o e l  co n tra -e lec tro d o  que e s tá  
sobre e l  se len io . El co n tra -e lec tro d o  se funde a  una tem peratura 
considerablem ente más a l t a .  El m ateria l d e l co n tra -e lec tro d o  tiende 
% oxidarse durante el procedim iento de ca le facc ió n , pero no se funde 

Se ha comprobado que e l  se len io  fundido es expulsado desde 
abajo de l a  capa de co n tra -e lec tro d o  no fundida, que queda b astan te  
in ta c ta .  El se len io  se e sp a rc irá  a lrededor de la  p e r if e r ia  de la  
p laca y en  consecuencia puede recogerse fác ilm ente. La ro tac ión  se 
detiene cuando solo queda una p e líc u la  delgada de se len io  e n tra  el 
con tra -e lec tro d o  y l a  p laca  de base.

La invención se comprenderá con mayor c la rid a d  a l le e rse  
l a  descripción  que sigue, con re fe re n c ia  a  lo s  dibujos que se acom­
pañan, en lo s cualeea

La f ig .  1 es una v is ta  superio r de un elemento de selenio#
La f ig .  2 es una v is ta  en c o r te , tomada por la  l ín e a  2-2 

de l a  f i g ,  1 .
La fig#  3 e s  una v is ta  en p ac ta  de un elemento de selen io  

que se d ife ren c ia  del de la  f ig .  1 en que lle v a  una perfo ración  
ce n tra l , como ee co rrien te#

La fig#  4 es una v is ta  en p lan ta  de una mesa ro ta t iv a  adap­
tada para se r calen tada y  sobre la  cual puede disponerse e l e l emen­
to selen io  para fu n d ir e l  se len io  y sep ararlo  d e l elem ento.

La fig# 5 e s  una v is t a  en e lev ació n , parcialm ente en c o r te  
tocada por la  l ín e a  6-5 de la  f ig ,  4 .

La f i g .  6 es una v is ta  en p lan ta  de una forma m odificada 
de mesa, que se adapta más particu larm en te  para  l le v a r  e lesen tó  a 
de se len io  del tip o  representado en la  f ig u ra  3 ; ^

La fig#  7 e s  una v i s t a  en e lev ació n , parcialm ente en c o r te ,  
tomada por la  l ín e a  7-7 de l a  fig # 6#



65
H 9 T 4

En los d ib u jo s , l a s  fig u ras  1 y 3 representan  un r e c t i f i ­
cador de se len io  del t ip o  de d iseo  c i r c u la r .  Este re c tif ic a d o r  
comprende generalmente una p laca c i r c u la r  de acero 1 sobre la  
cu a l áe dispone una capa de se len io  3 , en forma c r i s t a l i n a .  Sobre 
e s ta  capa se dispone una capa de co n tra -e lec tro d o  3, que g enera l- 

70 mente es un metal de bajo punto de fu s ió n , como se r  metal Wood,
que se p u lv eriza  sobre e l  se len io , En g en era l, e l c o n tra -e le c tro ­
do no se hace l le g a r  hasta  e l  borde del d isco , sino  que se deja  
un margar de se len io  s in  re c u b r ir ,  según se i lu s t r a ,  para e v i ta r  
e l co rto c ircu ito  en tre  e l  co n tra -e lec tro d o  y la  placa de base.

75 La f ig .  3 rep resen ta  una m odificación de e s ta  forma de
re c tif ic a d o r*  en la  cual la  p laca portadora lle v a  una perfo ración  
c e n tra l  4 . La capa de selen io  3 cubre generalmente toda l a  super­
f i c ie  de la  p laca portadora y en gene r a l  e 1 co n tra -e lec trodo  5 
e s tá  espaciado a  c ie r ta  d is ta n c ia  de l a  p erfo ració n  y también 

60 de l a  p e r i f e r ia  del d isco , para e v i ta r  de poner en c o r to c ircu i­
to  a l d isco .

Los re c ti f ic a d o re s  de e s te  t ip o  se electroform an comunmen­
te  en un c irc u ito  de co rrien te  con tinua  o un c irc u i to  de coc ien te  
continua p u lsan te , en e l  que se hace pasar la  c o rr ie n te  a  trav és  

65 del r e c ti f ic a d o r  en la  d irecc ión  opuesta a l  sentido  normal de
f lu jo  de l a  c o r r ie n te . A veces f a l la n  lo s  re c ti f ic a d o re s  duran te 
l a  e lec tro -fo rm ación  y en consecuencia se descartan  como unida­
des rechazadas. Los elementos re c tif ic a d o re s  pueden se r  rechaza­
dos también en d iversas e tapas del proceso de producción, como 

90 se ha mencionado an teriorm ente.
De acuerdo con l a  p resen te  invención, ee ha proporcionado 

una manera e f ic a z  y f á c i l  de separar e l  se len io  de esas unidades,
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dejando por lo  ten tó  a l  se len io  d isponible para uso fu tu ro .
Las f ig u ra s  4 y 5 representan  una v is ta  en p la n ta  y una v is ta  
en elevación  en c o r te ,  respectivam ente, de un mecanismo ú t i l  
p ara  sep arar e l selen io  de lo s  d isco s del t ip o  representado 
en la s  fig u ras  1 a  3, Este mecanismo comprende una mesa 5, que 
preferentem ente e s  de forma c i r c u la r  y puede e s t a r  compuesta 
de una capa superio r 6 y una capa in f e r io r  7 empernadas e n tre  s i ,  
según se i l u s t r a .  La mesa se lom a de dos capas con e l  f i n  de 
proporcionar cavidades o compartimientos dentro de la  mesa, en 
lo s que pueden diaponerse elementos e lé c tr ic o s  de ca le facc iú n  
8, que se representan  esquemáticamente en l in e a s  cordadas en 
l a  f i g .  5 .

Los elementos de ca le facc ió n  pueden incorporarse a la  
mesa de cua lqu ier manera apreptada y bien conocida (no re  presen­
tada en d e ta l le  en lo s  d ib u jo s) y debieran se r  su fic ie n te s  como 
para l le v a r  l a  atesa a una tem peratura de aproximadamente 235*0., 
que e s  algo mayor que e l  punto de fu s ién  del se le n io , que ee de 
23.8*0#, aproximadamente# La mesa ae hace ro ta tiv a  a lrededor 
de au c e n tro , sobre un e je  ro ta t iv o  9 que puede e s ta r  unido a  
l a  su p e rfic ie  in f e r io r  de la s  mesas de cu a lq u ie r manera ap ro p ia ­
da, como s e r  mediante la  pestaRa de acoplamiento 10 que ae 
asegura mediante to r n i l lo s  11 al e je  y mediante pernos 12 a l a  
mesa.

El e je  9 es preferentem ente hueca, eatamdo dotado de 
un pasaje lo n g itu d ina l in te rn o  13 a  trav és  del cual pueden 
lle v a rse  lo s  cab les  conductores 14 y 15 del elementos calef&c— 
to r  e lé c tr ic o  8 h ac ia  a n i l lo s  c o lec to re s  apropiados 16 y 17,
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respectivam ente, mediante los cua les puede a p lic a rse  ten sió n  
al elemento c a le fa c to r  desde e sc o b illa s  18 y 19, m ientras e s tá  
girando e l  e je .

La p e r i f e r ia  de la  porción superio r de l a  mesa e s tá  do te. da 
preferentem ente de un borde levantado 20 y una acanaladura anu lar 
21 inmediatamente dentro del borde. Se dispone preferentem ente 
una tapa  apropiada 22 sobre la  mesa.

Durante e l funcionam iento, puede a p lic a rse  co rrien te  a l  
elemento c a le fa c to r  y el e je  9 puede hacerse g i r a r  rápidamente 
mediante una tranam isión a fuerza m otriz  apropiada, como se r un 
motor e lé c t r ic o .  Antes de hacer g i r a r  e l  e je ,  se dispone una 
cantidad  de elementos de se le n i  o 23 a lred edo r de l a  p e r i f e r ia  
de l a  mesa, contra e l borde 20, según se rep resen ta  en la  f ig .4 .  
Los elementos de se len io  pueden se r del t ip o  representado en la  
f i g . l  o en la  f ig .3 ,  o de alguna o tra  forma, si a s í  se desea, o 
b ien  pueden comprender solamente l a  p laca de base con se len io  
sobre la  misma. 351 c a lo r  que se a p lic a  es su fic ie n te  para fu n d ir 
e l  selenio* Si e s tá  presente e l c o r tra -e le e tro d o , e l  c a lo r  se 
mantiene a  un n ivel s u f ic ie n te  como para fu n d ir e l  se len io , pero 
in su fic ien te  para  fu nd ir el co n tra -e le c tro d o , oxidándose p re fe ­
rentemente es te  ú ltim o. En consecuencia, cuando se hace g i r a r  
rápidamente la  mesa m ientras se e s tá  fundiendo e l  se len io , e l 
se len io  fundido es impulsado co n tra  e l  borde de la  mesa y cae 
dentro de la  acanaladura anu lar 21, desde donde puede recoger­
se después de haberse interrumpido la  ro tac ió n .

Las fig u ras  6 y 7 i lu s t ra n  una forma m odificada de la  
mesa, que es más particularm ente ú t i l  para  elementos de se len io
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del tip o  ilu s tra d o  en la  figmia 3, con una p erfo ració n  c e n tra l .
La mesa e s tá  dotada de una sección superior 25 y una sección in fe ­
r io r  26, muy s im ila r  a la s  secciones de la  mesa de la  fig u ra  5, 
empleándose un elemento c a le fa c to r  e lé c t r ic o  s im ila r . La parte su­
p e r io r  de l a  mesa e s tá  dotada de una p lu ra lid a d  de espigp-s 27, se­
paradas por una d is ta n c ia  conveniente, cerca de la  p e r i f e r ia  de 
l a  mesa, de modo que pueda disponerse un elemento de se len io  sobre 
cada esp igp , sobresaliendo l a  espiga a través de la  perfo ración  
4 del elemento. Mediante e s ta  d isp o sic ió n , se coloca una can tidad  
de elementos de se len io  28, del tip o  general indicado en la  f ig .S , 
a lrededor del borde p e r if é r ic o  de la  mesa, como se ind ica en la  
f ig .6 .

Puede proporcionarse un receptáculo  an u la r 29 para recoger 
e l selen io  fundido arro jado  de l a  mesa. Este receptáculo  f i jo  29 
e s tá  preferentem ente a b ie rto  en su p arte  superio r y adaptado para 
r e c ib i r  una tapa SO. Está configurado p ara  p roporcionar una cana le ta  
anu lar E l, como se i lu s t r a ,  dentro de la  cual cae e l  se len io . Cuan­
do se hace g ira r  la  mesa rápidamente sobre su e je ,  m ientras se co­
necta  e l elemento c a le fa c to r , e l  se len io  fundido se rá  a rro jad o  
con tra  la s  paredes del recep tácu lo  anu lar 29 y caerá  dentro de 
l a  cana le ta  30, de donde puede recogerse.

Se comprenderá que e l p resen te  procedim einto no e s tá  lim i­
tado a l  empleo de lo s  apara tos p a r tic u la re s  que se divulgan, re -  
presentadoe y d e s c r ito s  solamente a  t í t u l o  i lu s t r a t iv o .  La inven­
c ió n  sólo e e tá  lim itada  por e l  alcance de la s  re iv in d icac io nes 
anexas.

Este invente corresponde a una s o l ic i tu d  de P aten te  formu­
lada en lo s  Estados Unidos del Norte de America e l 16 de Marzo



176 de 1946 señalada, con e l  n a .654 993 y se acoge, por lo  ta n to , 
a  lo s b eneficios que otorgan lo s  convenios in te rn ac io n a les  
v ig en te s .
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----------------------------------- N O T A --------------------- ---------------------

Los puntos de invene ion p ro p ia  y nueva que se presen­
tan  para que sean objeto de es ta  patente de V einte A$os, son 
lo s  s ig u ie n te s :

1 . Un método para  recuperar, de una p laca p o rtad ora , 
una caps de selen io  que se adhiere a la  p laca , que comprende 
so sten er la  p laca  sobre una mesa c a lie n te  y hacer g i r a r  la  mesa, 
por lo  que el se len io  fundido por e l c a lo r es arro jado  de la  
p laca p o rtadora .

2 . IRi método para  recuperar se len io  de un elemento de 
se len io  del tip o  dotado de una p laca  p o rtad ora , una capa de 
se len io  adhe ren te  a  l a  p laca y una capa de co n tra -e lec tro d o  
sobre é l se len io , que comprende re te n e r  la  p laca  p o rtad ora
en  una posición  sobre una mesa cuya tem peratura se eleva a más 
del punto de fu sió n  del se len io  y hacer g i r a r  rápidamente 
l a  mesa, por lo  que e l  se len io  fundido es arro jado de en tre  
la  p laca portadora y e l  c o n tra -e le c tro d o .

3. Un método para recuperar se len io  de un elemento 
de se len io  del tip o  dotado de una p laca portadora  m etá lica , 
una capa de se len io  adhe rente a l a  p laca y una capa m etá lica  
de c en tra -e lec tro d o  sobre e l  se len io , teniendo e l  se len io  un 
punto de fusión  in fe r io r  a l de la  placa y al del co n tra -e lec ­
tro d o , que comprende re te n e r  e l elemento con la  p arte  in f e r io r  
de l a  p laca portadora co n tra  la  mesa, c a le n ta r  la  mesa lo  su-

200
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f ic ie n te  como para fu n d ir e l se len io  pero no su fic ie n te  como 
para fu n d ir  la  p laca portadora n i l a  capa de co n tra -e lec tro d o , 
y hacer g ir a r  la  masa, por lo  oue e l  se len io  fundido es obligado 
a  s a l i r  de en tre  la  p laca portadora y e l co n tra -e lec tro d o .

4* Un método para recuperar se len io  de un elemento de 
se len io  del tip o  do indo de una p laca  portadora  m etá lica , una 
capa de se len io  adhe rente a la  p laca y una capa m etálica  de con­
tra -e le c tro d o  sobre e l se len io , teniendo e l se len io  un punto 
de fu sió n  in fe r io r  a l  de l a  p laca y al del c o n tra -e lec tro d o , que 
comprende so sten er e l elemento con l a  p arte  in f e r io r  de la  p laca 
portadora con tra  l a  masa, c a le n ta r  l a  mesa ta r a  fu n d ir  e l selen io  
y para  ox idar l a  capa de co n tra -e lec tro d o  y hacer g ir a r  l a  mesa 
para separar se len io  de la  p laca portadores por fuerza  c e n tr ífu g a .

5. Un método para recuperar se len io  de un elemento de 
se len io  del t ip o  que tien e  una p laca  portadora m etá lica  p lana, 
una capa de se len io  adhe ren te  a  la  p laca y una capa m etá lica  
de con tra -e lec tro do  adherida sobre l a  capa de se len io , ten iendo 
e l  se len io  un punto de fu sión  in ie r io r  a l  de la  p laca  portadora 
y a i de l a  capa de c o n tra -e lec tro d o , que comprende re ten e r la  
p laca  portadora sobre una mesa, con l a  su p e rfic ie  de la  p laca 
opuesta a l a  capa de se len io  de plano sobre la  mesa, e le v a r  l a  
tem peratura de l a  mesa lo  su fic ie n te  como para fu n d ir  e l  se len io , 
pero no lo  su f ic ie n te  como para  fu n d ir  l a  p laca  portadora n i  l a  
capa de co n tra -e le c tro d o , hacer g ir a r  l a s  mesas con su fic ie n te  
rap idez como para a r r o ja r  e l  se len io  fundido de en tre  l a  p laca 
portadora y l a  capa de con tra -e lec tro do  y hacer que él se len io  
a s í  arro jado  caiga en un recep tácu lo .
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6. Método para recuperar e l  selen io  de los d iscos dese­
chados.

Tal y como se ha d e sc r ito  en l a  Memoria (ye antecede 
representado en lo s  dibujos que se acompasan y a los f in e s  
e sp ec ificad o s .

E sta Memoria consta de d iez hojas e s c r i ta s  por una so la
c a ra .

Madrid, 16 ÊP. 1947
D ELÉCTRICA, S. A.

TF.
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